
Fig. 1 Experimental Apparatus
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有機金属錯体化反応を活用した酸化ランタンの熱ドライエッチング 
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【背景・目的】半導体デバイスの微細化、3次

元化の進展に伴って、原子層エッチング(ALEt)

への要求が高まっている。これまでに我々は、

(NH4)2SiF6を経由する SiNの ALEtを報告した

[1]。今後，次世代 High-k材料として期待され

る La2O3の ALEt 開発が求められる。しかし，

高沸点材料(b.p. 4200℃)の La2O3は，半導体プ

ロセスに適用可能な温度でドライエッチング

を実現するケミストリが見出されていなかっ

た。今回、新たな有機材料ガス（ケトン）を用

いて，酸化ランタン La2O3を有機金属錯体化し，

400℃以下における La2O3のドライエッチング

に成功したので報告する。 

【実験】La2O3試料が置かれた減圧チャンバー

（Fig. 1）内に有機材料ガス（ケトン）を導入

して La2O3試料表面に吸着させた後、加熱して

表面層を熱脱離させる処理を行ない、一連の処

理での La2O3試料の重量変化を計測した。また

排気系に設けたコールドトラップに回収され

た熱脱離物質を分析・同定した。 

【結果と考察】一連の処理での La2O3試料の重

量変化を Fig. 2に示す。ガス暴露後には一旦重

量増加するが、加熱（＞200℃）によって次第

に重量が減少し、400℃到達前に初期重量以下

となった。Fig. 3はコールドトラップに回収さ

れた白色固形物質の FT-IR スペクトルである。

有機材料ガスのケトン性カルボニル基

（1740-1690cm-1）は含まれておらず、有機金

属錯体性カルボニル基（1650cm-1）となってい

る。これらの結果は、La2O3表面に吸着した有

機材料ガスが La2O3 と反応して熱安定性の高

い有機金属錯体となった後に熱脱離する反応

機構を示唆している。[1] K. Shinoda et al., J. 

Phys. D: Appl. Phys. 50, 194001(2017). 
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